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研究概要 
 

目  的 
 
近年の光・半導体産業における技術の進歩は目覚しいものがあり、特に光デバイスの高出力化や

高効率化、短波長化は、この分野の進展における重要な鍵となっている。光デバイスの高出力化が

進むにつれ、単位体積当りの消費電力が増大し、デバイスの動作温度は高くなる。この温度上昇が

デバイスの性能向上の大きな障害となっている。さらなるデバイスの高性能化には放熱の問題を解

決する必要がある。これらの事から、高出力レーザーダイオードなどの放熱基板材料として、金属

並みの高熱伝導率を有する窒化アルミニウム（AlN）が注目されている。AlN は Si に近い熱膨張率

を有するため、Si チップのヒートシンクとしても高い信頼性が期待できる。AlN を放熱基板として

用いる場合、電気回路の形成や半田による素子の取り付けを行うために、AlN 表面に金属的性質を

付与するメタライズ処理（本研究ではスパッタリングを用いている）が必要である。メタライズ処

理によって作製した薄膜と AlN との密着強度が低い場合には信頼性の低い製品となってしまう。

従来のメタライズ処理は高温での熱処理を伴うため、生産性の低下や製造コストの増加が問題視さ

れている。そこで本研究では、加熱処理を用いずに高性能かつ高信頼性を有する基板製品を生産す

る新たな方法を開発することを目的とした。また、AlN の新規アプリケーションとして高透光性を

付与した高熱伝導 AlN 焼結体の作製を検討した。 
 
 

 
研究内容 

 
プラズマを用いてAlN基板表面の改質を行う事により、メタライゼーション膜とAlNの密着強度

が向上することが期待される。基板表面を積極的にプラズマにさらす方法の一つとして逆スパッタ

リングがあり、基板表面のクリーニングを行う手法として知られている。そこで本プロジェクトで

は、AlN基板とTi薄膜との密着強度に及ぼす逆スパッタリングの効果を調査した。また、高透光性

を付与するために焼結助剤として添加したCa3Al2O6（C3A）がAlN焼結体の熱伝導率および光透過

率に与える影響を結晶中の格子欠陥の観点から評価した。 
 
 
 



 
研究成果 

 
AlN 基板に逆スパッタリングを 10 分以上施す事により、密着強度が向上する事を確認した。X

線回折の結果、逆スパッタリングを施す事により Ti 薄膜の結晶性の向上と TiN の形成が起こる事

を確認した。蒸留水を用いた接触角測定の結果、逆スパッタリングを施す事により基板の表面自由

エネルギーが増加する事を確認した。これらの事から、逆スパッタリングを施す事により AlN 基

板表面が活性化し、この表面が Ti 薄膜と反応する事により、密着強度が向上したと考えられる。

また、AlN焼結体中の格子欠陥を調査した結果、C3Aの添加量の増加に従い酸素が関与した欠陥

の濃度が減少し、AlN焼結体の熱伝導率および光透過率が向上することがわかった。 
上記の成果について、以下の発表を行った。 
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